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OEM: ITT

BA170...BA172

Diode BA172

Datasheet

Silizium-Epitaxie-Planar-Dioden
fur aligemeine Anwendungen in der
Unterhaltungselektronik sowie als
Schaltdioden

Glasgehiuse JEDEC DO-35
54 A 2 nach DIN 41880
Gewichtea. 0,13 g

MaBa in mm

In listenmafiger Ausflhrung werden
diesa Dioden gegurtet galiafert.
HNiheres siehe unter _Gurtung”®.

Grenzwarte

Sparrspannung
BATO
BA1T1
BA172

Richtstrom in Einwegschaltung
mit R-Last bel Ty = 25°C

Verlustleistung bei Ty = 25*C
Sperrschichttemperatur

Lagarungstemparaturbaraich

Kennwerte bei Ty = 26 °C
DurchlaBspannung bei g = BO mA

Sparrstrom

BA1TO bel Ug =10V
BA1T1 belilUg= 15V
BA1T2belUg =25V

Durchbruchspannung
gemessen mit 5-pA-Impulsen
BA1TO

BA1T1

BA172

difterantieller DurchlaBwiderstand
bei lg = 100 mA

Sperrverzigerungszeit
baim Umachalten von lp = 10 mA
auf lg = 10 mA bis g = 1 mA

Wirmawiderstand
Sperrschicht - umgebende Luft
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1) Dieser Wert gilt, wenn die AnschiuBdrihie in 4 mm Abstand vom Gehluse auf
Umgebungstemperatur gehalten werden.
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OEM: ITT Diode BA172 Datasheet

BA170... BA172

DurchlaBkennlinie zuliissiger Richtstrom in
ung
mit R-Last in Abhéngigkeit
won der Umgebungstemperatur
(siehe FuBnote auf Saite 64)
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zulissige Verlustieistung
in Abh&nglgkeit von der
Umgebungstemperatur
(siehe FuBnote auf Seite 64)
i}
500
Py 400
i ]
N
M
200
N\
N
100 \\
\\
0 N
0 100 200°C
“—-E

Datasheet Rev. 2.0 — 08/20 — data without warranty / liability



